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Ga2O3 は数種の結晶形を取り、それぞれの特徴を活かしたデバイス化の進展が期待される。コ

ランダム構造を持つ-Ga2O3は、同じコランダム構造を持つサファイア基板上に成長でき、多様な

コランダム構造酸化物との広い組成にわたる混晶化により、バンドギャップエンジニアリング、

ファンクションエンジニアリングが可能である。これまでの研究で、 

(1) ミスト CVD法により、サファイア基板上 6 nm程度でほぼ完全に格子緩和して成長する、 

(2) Al2O3から In2O3までコランダム構造の結晶が得られる、 

(3) (Al,Ga)2O3/Ga2O3ヘテロ構造はタイプ I型のバンドアライメントをとる、 

(4) Snまたは Siのドーピングにより、1017～1019 cm-3の n型伝導を持つ、 

(5) 傾斜組成擬似混晶バッファ層の導入により、刃状転位が 1/100程度に減少しする、 

(6) バッファ層の効果により、厚さ 5 mのクラックフリーの膜が成長可能である、 

といった結果が得られている[1-4]。株式会社 FLOSFIAでは、一例としてオン抵抗 0.1 mΩcm2、逆

方向耐圧 531 Vという低損失のショットキーバリアダイオードを報告し[5]、さらにスイッチング

特性に優れていることも実証している[6]。ショットキー電極に用いる金属を検討することで、さ

らに順方向電流を増す余地があり[1]、これは同時に立ち上がり電圧の低減にもつながるであろう。 

今後の大きな課題は、基板とのヘテロエピ成長に起因する転位等の欠陥を抑制することと思わ

れる。そのため、各種バッファ層の導入等、他の半導体系で利用されている技術を参考に検討を

進めてゆく必要がある。ただし、型 Ga2O3基板上のホモエピ成長で得られる-Ga2O3を層に比べ

て、欠陥密度を減らすことは原理的に難しい。一方で、サファイア基板とミスト CVD法という安

価な要素を用いていることから、デバイスの低コスト化の点では有利であろう。したがって、

-Ga2O3のデバイス応用としては、比較的ローエンドの分野がまずターゲットになるものと考えら

れる。また、p型伝導も重要な課題であるが、Mgのドーピングや p型コランダム構造酸化物（Ir2O3

など[7]）の適用などが考えられる。本講演では、-Ga2O3 の研究を行っておられる各機関からデ

ータ等の協力をいただき、最近の成果を取りまとめるとともに、今後デバイス化に向けた展望を

述べる予定である。 
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